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3.2.2. Mediciones de transporte eléctrico y transiciones de fase . . . . 38

3.2.3. Magnetorresistencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.2.4. Efecto Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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3.3.2. Respuesta eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.3.3. Rayos X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.4. Conclusiones de la caracterización de films . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4. Dispositivos compuestos tipo juntura 53

4.1. Estudio de interacciones en sistemas BFTO/LBMO . . . . . . . . . . . 53
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